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【公開番号】特開2015-115338(P2015-115338A)
【公開日】平成27年6月22日(2015.6.22)
【年通号数】公開・登録公報2015-040
【出願番号】特願2013-253930(P2013-253930)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/822    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8238   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/092    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   27/04     　　　Ｈ
   Ｈ０１Ｌ   27/06     ３１１Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   27/06     ３１１Ａ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     ３２１Ｈ
   Ｈ０１Ｌ   27/06     ３１１Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月7日(2016.11.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７０】
　トランジスターＱＮ１４及びＱＮ１５は、抵抗素子Ｒ３～Ｒ６と共に、分圧回路を構成
している。静電気の放電により、検出回路１１の出力信号がハイレベルに活性化されて、
静電気保護回路１０ｂが保護動作を一旦開始すると、トランジスターＱＮ１４及びＱＮ１
５がオンして、分圧回路における分圧比が上昇する。その結果、ノードＮ１とノードＮ２
との間の電圧が低下し、半導体集積回路装置の内部回路が破壊に至る電圧に対するマージ
ンが増えて静電気耐量が向上する。従って、第３の実施形態に係る静電気保護回路１０ｂ
も、第２の実施形態に係る静電気保護回路１０ａのＩ－Ｖ特性と同様のＩ－Ｖ特性を有す
るが、第２の実施形態におけるよりもＩ－Ｖ特性をきめ細やかに自由に設定することがで
きる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１３３】
　抵抗素子Ｒ２の替りにダイオードＤ６及び抵抗素子Ｒ７を用いる場合の静電気保護回路
１０の保持電圧ＶＨは、次式（１４）によって近似される。
　　　ＶＨ≒ＶｔｈＱＮ１０（Ｒ３＋Ｒ７）／Ｒ３＋ＶＢＤ６　・・・（１４）
ここで、ＶｔｈＱＮ１０はトランジスターＱＮ１０の閾値電圧であり、Ｒ３は抵抗素子Ｒ
３の抵抗値であり、Ｒ７は抵抗素子Ｒ７の抵抗値であり、ＶＢＤ６はダイオードＤ６のブ
レークダウン電圧である。式（１４）に示すように、抵抗素子Ｒ３及びＲ７の抵抗値を選
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択することにより、所望の保持電圧ＶＨを設定することができる。また、ダイオードＤ６
のブレークダウン電圧ＶＢＤ６のばらつきはトランジスターＱＮ１０の閾値電圧ＶｔｈＱ

Ｎ１０のばらつきと比較して小さいので、抵抗素子のみを用いるよりも保持電圧ＶＨの変
動が少ない静電気保護回路を提供することができる。
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